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Rys. 1-676. GC123

Typ tranzystora: tranzystor germanowy
Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p
w obudowie metalowej, cigzar okoto 0,8 G

Zastosowanie: uklady m.cz. z duza wytrzymatos-
cia napigciowa

Typy podobne: OC77 (Ph, Tes), OC1077 (Tung),
ASY81 (Ses), TG51 (Cemi)

WartoSci charakterystyczne

min typ max

—Icpy 9 18 wA | przy —Ugpg=15V
—Icpr 100 wA | przy —Ucgr = 66 V, Rgg =1 kQ
—Igpo 12 50 nA przy —Ugg =10 V
Snz1e 12 MHz | przy —Ucg =2V, —I; =10 mA
hy1g (A) 18 35

®) 28 56 przy —Ucg = 0,5 V, —Ic = 100 mA

© 45 90

(D) 7 140
hy1(Ic=100 mA) 13
hy 1 p(Ic =250 mA) ’

Wartosci graniczne

—Ucpe max 70 v 1} max +80 oC
—UcER max 66D |V Lamb —25+ 465 5
—UgBo max 15 v Ry Goamax 0,38 °C/mW
—Ic max 250 mA Rt j—c max 0,05 | °C/mW
—Ip max 50 mA
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Rys. 1-677. Zalezno$¢ mocy strat od tempe- Rys. 1-678. Zaleznos¢ pradu zerowego emitera
ratury otoczenia od temperatury zlacza

V/at 06

~1:50| GC123 Loz 60/?3
~Ipsp=r (%

4 —z%#g’) [y ~Lzer =11y)

103 109 ~ler =20V

ReE=1kR
102 // 09 /

' ‘/ 73 | /7

9° // ¢

01 ,/ 0’ /
/

0 // w0? 4

/
/
0-3 Vel

-40 20 0 2 0 60 5] 80 -0 -2 Vi 2 @

80 t(%j80

Rys. 1-679. Zalezno$é pradu zerowego ko- Rys. 1-680. Zalezno$¢ pradu kolektora Icgr
lektora od temperatury zlacza od temperatury zlacza
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Rys. 1-681. Zaleznoé¢ dynamicznego wspol-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu
kolektora
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Rys. 1-683. Zalezno$¢ impedancji wejsciowej
od pradu kolektora
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Rys. 1-682. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej
od pradu kolektora
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Rys. 1-684. Zalezno$¢ napigcia szczatkowego
kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-685. Zalezno$¢ pradu zerowego ko- Rys. 1-686. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-
lektora od temperatury zlaczy nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-687. Zalezno$é napigcia baza-emiter
od temperatury obudowy



